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深圳市大雁科技实业有限公司 

Dayan Technology Industry Co., Ltd. Shenzhen 

1.主要特点 
硅 NPN三重扩散平面结构 
击穿电压高                                            
电流容量大 
开关时间短                                             
安全工作区大    

2 .封装形式 TO-220  
3 .主要用途                                                   
电子镇流器及各类功率开关电路                                

4 .绝对最大额定值  Ta=25℃ 
项目 符号 数值 单位 

集电极—基极直流电压 VCBO 700  V 
集电极—发射极直流电压 VCEO 400 V 
发射极—基极直流电压 VEBO 9 V 

集电极直流电流 IC 5 A 
集电极耗散功率 Ta=25℃ 3.0 W 

Tc=25℃ 
PC 

75 W 
最高结温 Tj 150  ℃ 

贮存温度范围 Tstg -55~150 ℃ 
5 电特性 Ta=25℃ 

规范 项目 符号 测试条件 
Mi
n 

Ma
x 

单位 

集电极—基极直流电压 BVCBO  IC=1mA    IE=0 700  V 
集电极—发射极直流电压 BVCEO  IC=10mA   IB=0 400  V 
发射极—基极直流电压 BVEBO  IE=1mA    IC=0 9  V 
集电极—基极截止电流 ICBO VCB=680V  IE=0  5  µA 
集电极—发射极截止电流 ICEO VCE=390V  IB=0  5  µA 
发射极—基极截止电流 IEBO VEB=9V    IC=0  5  µA 

IC=1A      IB=0.2 A  0.5 V 集电极—发射极饱和压降 VCEsat 
IC=4A      IB=1 A  1.0 V 

基极—发射极饱和压降 VBEsat IC=1A      IB=0.2 A   1.2 V 
直流电流增益 hFE VCE=5V    IC=1A 15 30 5 倍分档 

下降时间 tf  0.5 µs 
贮存时间 ts 

IC=0.5A  
IB1= -IB2 =0. 1A  5  µs 

特征频率 fT VCE=10V    IC=500 mA  
f=1MHz 

5  MHz 

 


